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１．概要（Summary） 

半導体デバイス物理を深く理解するには、実際に自

分でデバイスを設計作製評価することが最良の方法

である。これには任意の回路パタンを短時間で作製で

きるフォトマスク作製プロセスが必要である。そこで、

電子線リソグラフィとフォトリソグラフィを併用し、

回路パタンの微細化とマスク作製時間の短縮を両立

した簡素化フォトマスク作製方法を提案、それが実現

可能なことを実証した。 

 

２．実験（Experimental） 

マスクの作製方法を Fig.1に示す。まず回路の微細

部分のみのフォトマスクを電子線直接描画装置(エリ

オニクス社製 ELS-7500EX）を用いて作製し、その

像を反転したフォトマスクをネガ型フォトレジスト

(OMR 100東京応化製)を使って作製した。さらに配線

部分をポジ型レジスト（TSMR8900東京応化製）と

簡易フォトマスク作製法(1)により作製し、ネガ型レジ

ストで作製した微細パタンに接続したレジスト像を

作製した。これをエッチングマスクとして遮光膜のク

ロム薄膜をエッチングしフォトマスクパタンを作製

した。最後に、不要になった OMR100&TSMR8900

レジストパタンを除去、洗浄しフォトマスクとした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.2 に完成したフォトマスクを示す。電子線描画により

5µｍの微細なパタンを実現した。また配線パタン端部にレ

ーザープリンタのトナーの粒径を反映した凹凸ができてい

るが、目的の寸法の配線を実現できた。また微細パタンと

の接続も実現できた。電子線直接描画にネガ型レジストを

用いれば、直接描画により作製したパタンを直接利用でき、

プロセスの短縮が可能である。さらにドライエッチングによ

りクロム薄膜を加工すれば、フォトマスクの解像度と精度を

より高くできると思われる。 
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Fig.1 Schematic of the fabrication process using 

EB lithography and simplified photo mask 

making method 

 

Fig.2 A typical photo mask prepared by the 

hybrid photo mask fabrication method 


